I 



VERTRAG^iER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmefders Oder Anwalts 
ln1232WO 


WEITERES VORGEHEN siene Mitteilung uberdie Obersendung des intemationalen 

voriaufigen Prufungsberichts (Fomnblatt PCT/1PEAM16) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/OE 03/01 957 


Internationales Anmeidedatum (TagAAonaWahr) 
12.06.2003 


Prioritatsdatum (TayMonaWahr) 
15.07.2002 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H01 L29/78 



Anmelder 

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. 



Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undvbder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamtoBlatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begriindete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
21.01.2004 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
26.10.2004 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
/ SV D-80298 Munchen 

SMI Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
^ Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Lantier, R f } 

Tel. +49 89 2399-6081 %s *m^-** 



Formblatt PCT/tPEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01 957 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts a/s "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-20 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-19 eingegangen am 15.09.2004 mit Schreiben vom 14.09.2004 



Zeichnungen, Blatter 

^B-8/8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-19 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Der neu eingereichte unabhangige Anspruch 1 betrifft einen Ansteuertransistor in 
einem Speicherzellenfeld mit nur einer einen Steuerbereich enthaltenden 
Vertiefung und mit einer Oberflachenverbindung zu dem offnungsfernen 
Anschlussbereich. Dessen Herstellungsverfahren ist auch im Anspruch 13 
beansprucht. 

Ausgehend von Dokument D1 ist es nicht naheliegend, daf3 ein Feldeffekt- 
transistor mit nur einer einen Steuerbereich enthaltenden Vertiefung (und 
nicht mit einer Mehrzahl Vertiefungen mit parallel geschalteten Steuer- und 
Anschlussbereichen wie in D1) und mit einer Oberflachenverbindung zu dem 
offnungsfernen Anschlussbereich eine weitere effektive Platzeinsparung 
hervorrufen wurde und trotzdem gleichzeitig einen ausreichend niedrigen ON- 
Widerstand fur Speicheranwendungen anbieten wurde. 

D3 betrifft auch einen Ansteuertransistor fur. ein Speicherzellenfeld mit nur einer 
einen Steuerbereich enthaltenden Vertiefung, aber mit beiden Anschluss- 
bereichen an der Substratoberflache. 

Ausgehend von Dokument D3, gibt es keinen AnlaG, den im Dokument D1 
vorgeschlagenen zusatzlichen Aufwand fur das "vergrabene" Drain und die 
Kontaktierung des Drains durchzufuhren, weil mit einer Platzeinsparung ohne 
zusatzliche Uberlegung nicht zu rechnen ist. 

Daher sind das beanspruchte Bauelement und dessen Herstellungsverfahren 
gemaf3 Anspruchen 1 und 13 weder bekannt noch naheliegend in Hinblick auf die 
Dokumente des Recherchenberichtes. 

Die abhangigen Anspriiche 2-12 und 14-19 betreffen Ausfuhrungsformen der 
Anspriiche 1 und 13 und sind daher auch neu und erfinderisch. 
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Patentanspriiche 
1 . Feldef fekttransistor (222) , 

mit einem entlang einer Vertiefung (72) angeordneten dotierten 
Kanalbereich, 

mit einem einer Offnung der Vertiefung (72) nahen dotierten 
Anschlussbereich (16), 

mit einem in der Vertiefung (72) angeordneten Steuerbereich 
(172) , 

und mit einem elektrischen Isolierbereich (170) zwischen dem 
Steuerbereich (172) und dem Kanalbereich, 

wobei der Feldef fekttransistor (222) ein Ansteuertransi stor an 
einer Wortleitung (272, 288) oder an einer Bitleitung (296) 
eines Speicher zellenf eldes (230) ist, 

wobei der Feldef fekttransistor (222) nur eine Vertiefung (72) 
enthalt, in der ein Steuerbereich (172) angeordnet ist, 
gekennzeichnet durch einen der Offnung fernen dotierten An- 
schlussbereich (18) , 

wobei der of f nungsf erne Anschlussbereich (18, 54) bis zu einer 
die Offnung enthaltenden Oberflache fuhrt oder mit einer zu 
der Oberflache fuhrenden elektrisch leitenden Verbindung e- 
lektrisch leitend verbunden ist. 

2. Feldef fekttransistor (222) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Anschlussgebiete (16, 18) 
die gleiche Dotierstof f konzentra t ion und Dotierstoffe des 
gleichen Leitungstyps enthalten. 

3. Feldef fekttransistor (222) nach Anspruch 1 oder 2, d a - 
durch gekennzeichnet, dass der Kanalbereich eine 
Lange (1) hat, die mindestens zwei Dritteln der Tiefe der Ver- 
tiefung (72) entspricht. 
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4. Feldef f ekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung ein Graben (72) oder ein Loch ist. 

5. Feldef f ekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche,, dadurch gekennzeichnet, dass der Ka- 
nalbereich auf beiden Seiten des Grabens (72) oder entlang des 
gesamten Umfangs des Loches liegt. 

6. Feldef f ekttransistor (222) nach einern der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalbe- 
reich nur auf einer Seite des Grabens (72) oder nur entlang 
eines Teils des Umfangs des Loches liegt. 

7. Feldef f ekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vertiefung (72) fur den Steuerbereich und eine mit einem e- 
lektrischen Isoliermaterial gefullte Vertiefung (70, 76) zwi- 
schen dem Feldef f ekttransistor (222) und einem benachbarten 
elektrischen Bauelement die gleiche Tiefe haben. 

8. Feldef f ekttransistor (222) nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung 
(72) fur den Steuerbereich eine kleinere Tiefe als eine mit 
einem elektrischen Isoliermaterial gefullte Vertiefung (70a, 
76a) zwischen dem Feldef f ekttransistor (222) und einem benach- 
barten elektronischen Bauelement hat. 

9. Feldef f ekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der I- 
solierbereich (170) eine Isolierstar ke von mindestens 15 nm, 
vorzugsweise von 20 nm hat. 
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10. Feldef f ekttransistor (222) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab- 
stand (1) zwischen den Anschlussbereichen (16, 18) entlang der 
Vertiefung (72) mindestens 0,4 yxm betragt, 

und/oder dass mindestens ein Anschlussbereich (16, 18) einen 
flachen Dotierprof ilgradienten hat, welcher eine Schaltspan- 
nung mit einem Betrag grofter 9 Volt Oder grofter 15 Volt, je- 
doch vorzugsweise kleiner als 30 Volt zulasst. 

11. Verwendung des Feldef f ektt ransistors (222) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche als Ansteuerungstransistor an einer 
Wortleitung (272, 288) oder einer Bitleitung (296) eines 
Flash-Speichers oder eines EEPROM-Speicherbaus teins . 

12. Verwendung des Feldef f ektt ransistors (222) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche zum Schalten einer Spannung mit einem 
Betrag grofier 9 Volt oder grofter 15 Volt, vorzugsweise jedoch 
kleiner 30 Volt. 

13. Verfahren zum Herstellen eines Feldef f ektt ransistors 
(222), insbesondere eines Feldef fekttransistors (222) nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 12, 

mit den ohne Beschrankung durch die angegebene Reihenfolge 
auszuf uhrenden Schritten : 

Bereitstellen eines Tragermaterials (10) mit einer zu prozes- 
sierenden Oberflache , 

Ausbilden eines oberf lachennahen Anschlussbereiches (16) und 
eines oberf lachenfernen Anschlussbereiches (18), 

Ausbilden von mindestens einer Vertiefung (72), welche von dem 
oberf lachennahen Anschlussbereich (16) bis zum oberf lachenfer- 
nen Anschlussbereich (18) oder welche von einem Bereich fur 
den oberf lachennahen Anschlussbereich zu einem Bereich fur den 
oberf lachenfernen Anschlussbereich f uhrt , 
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Erzeugen einer elektrischen Isolierschicht (170) in der Ver- 
tiefung (72), 

Einbringen eines elektrisch leitfahigen Steuerbereiches (172) 
in die Vertiefung (72) 

Verwenden des Feldef f ektt ransistor (222) an einer Wortleitung 
(272, 288) oder einer Bitleitung (296) eines Speicher zellen- 
feldes (230) , 

wobei der Feldef fekttransistor (222) nur eine Vertiefung (72) 
enthalt, in der ein Steuerbereich (172) angeordnet ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass das Ausbilden der Anschlussbereiche vor 
der Ausbilden der Vertiefung und/oder vor dem Fullen der Ver- 
tiefung (72) ausgefuhrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, gekennzeich- 
net durch den Schritt : 

Ausbilden eines Verbindungsbereiches (54) von dem oberflachen- 
fernen Anschlussbereich (18) zur Oberflache der Halbleiter- 
schicht (10) . 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet , dass gleichzeitig mit der Vertiefung 
(72) fur den Steuerbereich mindestens eine I soliervert ief ung 
(70, 74, 76) ausgebildet wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Isoliervert ief ung (70, 74, 76) mit der 
gleichen Tiefe wie die Vertiefung (72) fur den Steuerbereich 
ausgebildet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Isoliervert ief ung (70a, 76a) tiefer 
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als die Vertiefung (72a) fur den Steuerbereich ausgebildet 
wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Isoliervertief ung breiter als die Ver- 
tiefung (72) fur den Steuerbereich zumindest in einem oberen 
Abschnitt ist und dass beide Vertiefungen in einem gemeinsamen 
Atzprozess ausgebildet werden, bei dem breitere Vertiefungen 
erheblich tiefer geatzt werden als schmalere Vertiefungen. 



